Verzeichnis der Symbole und Abkiirzungen

Breitenverhdltnis der Transistoren; Hilfsvariable
Arithmetic Logic Unit

Breite des Transistorkanals im Layout
elektrisch wirksame Breite des Transistorkansls
allgemeine Kapazitédt; Knotenkapazitit
Eingangskapazitédt

millerfreier Anteil der Eingangskepazitit
interner Anteil der Knotenkapazitédt C

externer * " n "
Miller-Kapazitédtsanteil

Complementary MOS

Gateoxid-Kapazitit

fléachenbezogene Kapazitéit des Gateoxids
perasitire, millerfreie Ausgangskapazitit
Complementary Silicon Gate Technology
Deutscher Verlag Wissenschaften Berlin
dynamisches Transferkennlinienfeld
Enhancement-Enhancement (Schaltungstechnik)
Enhancement-Depletion "

Flankensteilheit, normierte

£(x), £(+) mathematische Funktion

Flankensteilheit am Ausgang

n " Eingang

n o der Quasistatik

n "  Sprungantwort

" " n unter aktuellem
Lastfaktor

Flankensteilheit des Transitfalles
Leitwert; Hilfsvariable

Gradual Channel Approximation
Schrittwedite

Halbleiterwerk Frankfurt /Oder
Strom

Ausgangsstron

Eingangsstrom

Gatter-Querstrom bei Ulﬁv

Institut fiir Mikroelektronik Dresden (s. ZFTH)
Bezugsstromnormal

Bezugsstrom des HN-leitenden Zweiges
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L, Ly, Ip
1, 1y 1p
LST
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Bezugsstrom des P-leitenden Zweiges

empirische Modellkonstanten

Gatterkonstante der Sprungantwort, millerfrei
Zdhlindex

Institut fir Nachrichtentechnik Berlin

Lénge des Transistorkanals im Layout
elektrisch wirksame Linge des Transistorkansls
Large Scale Integration

Lastfaktor: Kapazitdtsverhdltnis

MIT, M.I.T. Massachusetts Institute of Technology

MOS
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NARD
NAG
NDTKF
NEG1
NIFAN
NOR

n3GT
NtE, NTE
NWA

P, p
PLA
pulldown
pullup

Metal Oxide Silicon

als Index: n-leitender Transistorkainsl
Eigenlagtfaktor: Kapazitdtsverhdlinis; Zi#hlindex
Negate And

CSGT~Standardzellgatter

"normiertes, dynamisches Transferkennlinienfeld

CSGT~Standardzellgatter
Netzwerksimulatardes VEB HWF

Negate Or

n-channel Silicon Gate Technology
Nachrichtentechnik-Elektronik (zeitschrift)
Netzwerkanalyse

als Index: p-leitender Transistorkansl
Programmahie Légic Array
tiefzichender Transistorzweig (n-Typ)
hochziehender " {p=-Typ)
Ladung

Widerstand

differentieller Widerstand

Random Access Memory
Ausgangswiderstand, differentieller

Radio Fernsehen Elektronik (Zeitschrift)
Eingangswiderstand, differentieller

Innenwiderstand, "
Ausgangswiderstand, " bei UInv

Reduced Instruction Set Computer

Read Only Memory

Differentiationsoperator

Small Scale Integration

symnetrierter Negator, Testgatter s. Anlage 1
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VHST
VLSI
VT

S

Zeit

Bezugszeitpunkt

Technische Universitidt Dresden
n n Miinchen
Zeitdifferenz

Spannung, Potential

Zeitfunktion der Spannung

approximierte Flankenfunktion
Bezugspotential

Ausgangsspannung

Eingangsspannung

Betrdiebsspannung

Drein- Source- Spannung

Gate-~ Drein-"Spennung

Gate- Source-~ Spannung _

effektiv wirkende Gate~ Source- Spannung
hoher Signalpegel

Signalhub UHub = Uﬁ - UL

Inverterschwelle (Potential)

Knotenspannung; Knotenpotential

niedriger Signalpegel

Ultra Large Scale Integration
Schwellspannung

Temperaturspannung

Vekior

Verstidrkung; Verhdlinis

Verhiltnis der Flankensteilheiten am Ausgang
" " " "  Bingang
Leerlaufverstarkung

Verhdltnis der Verzagerungszeiten.
Verh&dltnis zwischen Verzdgerungszeit und Flankensteil-
heit bei Quasistatik bzw. Sprungantwort
Very High Scale Iﬁtegration

Very Large Scale Integration

Verlag Technik Berlin

X, ¥, 2, X, ¥, Z, 8llgemeine Varisblen

ZPTM

’60
M

Zentrum fiir Porschung und Technik der Mikroelektronik
Dresden ,

Eénnlinienkongtante des MOS-~ Transistors
Bezugspotentialdifferenz; Beweglichkeit



Y Index fiir Flankenrichtungsabhéngigkeit

v Verzdgerungszeit (at); Zeitkonstanie (RC)
T Miller- Verztgerungszeit

TQ Verzdgerungszeit der Quasistatik

g " . " Sprungantwort

T o " chne Millereffekt

w Kreisfrequenz

Zeichnungssymbole

4 Betriebsspannungsanschluf

Iﬁ,]ﬁ Enhancementtransistor, n-Kanal

IE Enhancementtransistor, p-Kanal
Indizierungen

%0 Millexrfreiheit

+ positive Flankenrichtung, positives dU/dt
- negative " s negatives aU/dt
v allgemeine Flankenrichtungsabhéngigkeit

° Bezugsgrife





